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Opis stanowiska
Stanowisko: Stypendysta-Doktorant
Krétka informacja o stanowisku:

Wzrost MBE i charakteryzacja nanodrutowych heterostruktur topologicznych izolatorow
krystalicznych.

Szczegolowy opis stanowiska pracy:
Wybrany w drodze konkursu kandydat/kandydatka bedzie uczestniczy¢ w realizacji

projektu OPUS: Radialne heterostruktury nanodrutowe topologicznych izolatoréw
krystalicznych z nadprzewodnikami oraz z ferro i antyferromagnetykami, finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki.

Zadaniem doktoranta/doktorantki bedzie wytwarzanie i charakteryzacja nanostruktur
(nanodrutéw) topologicznych izolatorow krystalicznych. Probki beda wytwarzane
metoda epitaksji z wigzek molekularnych (MBE), z materialow zaliczanych do
waskoprzerwowych potprzewodnikow IV-VI - PbTe, SnTe oraz (Pb,SnTe). Ostatnie
dwa materialy charakteryzujg Sie tzw. topologiczng ochrong, ktorej skutkiem jest
obecno$¢ odpornych na wsteczne rozpraszanie no$nikow tadunku na brzegu materiatu
(powierzchni lub krawedzi). Zadaniem doktoranta/doktorantki bedzie optymalizacja
wzrostu MBE nanodrutéw z potprzewodnikow IV-VI pod katem uzyskania nanostruktur
0 odpowiednich parametrach indywidualnych nanodrutow, takich jak: struktura i
orientacja krystalograficzna, dtugosci (od jednego to Kilku mikrometrow), $rednice (od
kilkudziesieciu do ok. 100 nm) i sktad chemiczny (w przypadku PbSnTe). Kolejnym
zadaniem doktoranta/doktorantki bedzie wzrost MBE radialnych heterostruktur typu
rdzen-otoczka z nanodrutami (Pb,Sn)Te z otoczkami z materiatow nadprzewodzacych
(Pb), antyferromagnetycznych (MnTe) oraz ferromagnetycznych {(Pb,Sn,Mn)Te}.
Doktorant/doktorantka bedzie rowniez wspotuczestniczy¢é w charakteryzacji nanodrutow
metodami skaningowej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Finalnym
zadaniem bedzie wytwarzanie kontaktow elektrycznych do wybranych struktur
nanodrutowych przy uzyciu metod litograficznych oraz/lub skupionej wigzki jondw
(FIB), oraz wspotudziatl w pomiarach magnetotransportowych, we wspolpracy z
pozostatymi wykonawcami projektu OPUS.

Wymagania:

- Stopien Magistra fizyki, nauki o materiatach lub nanotechnologii (lub rownowaznik
ktory pozwala na rozpoczecie studidow doktoranckich w fizyce w kraju wydania).

- dobra znajomos¢ fizyki potprzewodnikow

- podstawowe do$§wiadczenie w technikach wytwarzania cienkich warstw, preferowana
znajomo$¢ techniki epitaksji z wigzek molekularnych

- znajomos¢ krystalografii oraz fizyki nanostruktur

- umiejetno$¢ pracy w zespole i dobre zdolno$ci komunikacyjne

- dobra znajomo$¢ jezyka angielskiego w mowie i w pismie



- zamilowanie do fizyki do§wiadczalne;j

- Aby by¢ zatrudnionym, kandydat musi zosta¢ przyjety do Szkoty Doktorskiej w ktorej
uczestniczy Instytut Fizyki. Wnioski o zatrudnienie sktadane sg poprzez rekrutacje do
Szkoty Doktorskiej, ktéra odbywa si¢ online na warsaw4phd.eu.

Dyscyplina naukowa: Fizyka

Specjalnos¢: fizyka ciata statego, nauka o materiatach, nanotechnologia
Doswiadczenie: Poczatkujacy lub 0-4 lata (Post-graduate)

Profil naukowy wg EURAXESS (szczegoly): First Stage Researcher (R1)
Tryb zatrudnienia: Czas okreslony (44 miesigce)

Wymiar etatu: Pelny wymiar czasu

Wynagrodzenie: fundusze z projektu 5000 PLN miesig¢cznie, przed odjgciem
obligatoryjnych sktadek ZUS (~15%)).

Kontakt
Dodatkowe informacje o stanowisku udziela

Dr hab. Janusz Sadowski (e-mail: sadow@ifpan.edu.pl)

Prosimy si¢ skontaktowac.

Sktadanie dokumentéw
Termin skladania: 5.1.2021 Zgloszenia nadestane po terminie nie bedg rozpatrywane.
Wymagane dokumenty:
* Naukowy Curriculum Vitae
« List motywacyjny
* Dyplom Magisterski czy rownowaznik (lub wyjasnienie o tym kiedy dyplom Mgr jest
spodziewany)
* Przebieg studiow (obecnie zaliczonych semestrow)
* Zalecane: List rekomendacyjny od pracownika naukowego, lub podanie emaila do
nich.

Wszystkie materialy nalezy przesta¢ w formie elektronicznej poprzez zlozenie
whniosku w rekrutacji do Szkoly Doktorskiej warsaw4phd.eu, wybierajac projekt
"Wzrost MBE i charakteryzacja nanodrutowych heterostruktur topologicznych
izolatorow krystalicznych ™.

(System sktadania wnioskow bedzie aktywny od 22 grudnia 2020).

Wyniki konkursu o stanowisko zostang ogtoszone do 10 lutego 2021 r.


http://ec.europa.eu/euraxess/help/help_resProfile.html

